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DATOS GENERALES

Nombre del Curso
Disefio de circuitos integrados analégicos y RF

Justificacion

La importancia de conocer los pasos necesarios involucrados durante el analisis de
la ingenieria, la simulacién y realizacion de los patrones geométricos (Layouts) con
el fin de obtener un circuito integrado analégico y RF en un solo chip usando
procesos de fabricacion nanométricos es de suma importancia ya que se permiten
obtener mejores perspectivas de las limitaciones y bondades en el disefio de los
circuitos integrados analégicos y de RF tomado en cuenta la disminucion
tecnoldgica, altas velocidades de operacién y ahorro en consumo de potencia.
Actualmente, los circuitos integrados CMOS tienen diversidad de aplicaciones que
benefician al sector académico e industrial. Por lo que es necesario que los alumnos
y profesionistas se actualicen y se desarrollen en el disefio de circuitos integrados
con la finalidad de conocer y crear sistemas electronicos basados en las nuevas
tecnologias modernas CMOS.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO ‘

Que el estudiante aprenda los procesos tecnolégicos de fabricacion y las técnicas
de desarrollo de los patrones geométricos (layouts) para el disefio de circuitos
integrados analdgicos y de RF. También decidira mediante discusiones cual es la
mejor opcién para utilizar de los modelos basicos de los transistores MOS.
Analizara, disefara y simulara las configuraciones y topologias de los bloques
basicos analdgicos y RF mas importantes basados en tecnologia modernas CMOS
bajo el entendimiento que presentan limitaciones considerando los pardmetros
tecnoldgicos y reglas de disefio apoyandose en herramientas de disefio de circuitos
integrados industriales (cadence, synopsys, Tanner) esperando que al final del
curso se encuentre preparados para el envié de un prototipo a fabricar.

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS

UNIDAD 1
Procesos de Fabricacion

Objetivos particulares
Presentar las diversas etapas involucradas en los procesos de fabricacion para
dispositivos semiconductores basados en tecnologias modernas nanometricas.
Temas

1.1 Oxidacion
1.2 Difusion
1.3 Implantacién I6nica




1.4 Litografia
1.5 Depésito de Peliculas Delgadas
1.6 Tecnologias Modernas

UNIDAD 2

Proceso de Disefio de Circuitos Integrados

Objetivos particulares

Presentar definiciones y descripciones en el rea del disefio de circuitos integrados
enfocadas en técnicas, compromisos y desempefio actuales tomando en cuenta las
tecnologias avanzadas modernas. Ademas, las diferentes tecnologias modernas y
pasos del proceso de fabricacion CMOS son cualitativamente presentadas.
También, se muestran los pardmetros de proceso, reglas de disefio y técnicas de
patrones geomeétricos.

Temas

2.1 Proceso de Disefio y produccion de Circuitos Integrados
2.2 Procesos de Fabricacion Semiconductores MOS bésicos
2.3 Componentes pasivos

2.4 Union PN 2.5 Transistor CMOS

2.6 Parametros de procesos y reglas de disefio

2.7 Técnicas de layouts y consideraciones practicas

UNIDAD 3

Circuitos Analdgicos

Objetivos particulares

Estudiar las caracteristicas de circuitos amplificadores de transconductancia OTA
basados en tecnologias modernas CMOS. Los alumnos implementaran circuitos
OTA mediante simuladores profesionales y verificaran la funcionalidad y robustez
de los disefios OTAs. Asi como la realizacion de su respectivo patrén geométrico
para verificacion de su funcionalidad.

Temas

3.1 Modelos de los transistores MOS
3.2 Amplificadores CMOS

3.2.1 Inversores simples

3.2.2 Diferenciales

3.2.3 Cascode

3.2.4 Corriente

3.2.5 Alta Ganancia

3.3 Amplificador de transconductancia (MOS) operacional-OTA
3.3.1 OTA Basico

3.3.2 OTA Miller

3.3.3 OTA Cascode




UNIDAD 4
Circuitos de Radio Frecuencia

Objetivos particulares
Describir las consideraciones generales para disefiar bloques para radio frecuencia
(RF) tomando en cuenta las técnicas de integracion en tecnologias modernas
CMOS continuando con el acoplamiento de entrada/salida, linealidad y estabilidad
mediante el andlisis de redes de 2 puertos. El estudiante implementara los circuitos
de RF en simuladores profesionales
Temas

4.1 La tecnologia CMOS para RF

4.2 Analisis de redes 2 puertos y Acoplo de redes

4.3 Componentes pasivos integrados en tecnologia CMOS
4.4 Modelos MOS para RF

4.5 Amplificadores de Bajo Ruido (LNA)

4.5.1 LNA sintonizados.

4.5.2 Otras topologias LNA.

4.6 Disefio de Osciladores Controlados por Tension (VCO)
4.6.1 VCOs resonantes LC-CMOS.

4.6.2 Otras topologias de VCO. QVCOs.

4.7 Disefio de Mezcladores

4.7.1 Mezcladores activos

4.7.2 Otros mezcladores: pasivos, filtros de polifase, célula de Gilbert

TECNICAS DIDACTICAS Y ASPECTOS METODOLOGICOS

Exposiciones del maestro (teéricas y practicas). Trabajo individual o en grupo
(dinamicas grupales). Resolucion de problemas individualmente y en equipo.
Disefio de Actividades de ensefianza aprendizaje de contenidos matematicos:
resolucién de diversas situaciones probleméticas, formulacién de conjeturas,
razonamiento. Trabajos extra-clase (Investigaciones documentales y reportes
técnicos de practicas). Tipos de asesoria (presencial y virtual).

EQUIPO NECESARIO

Aula equipada con: pintarron, mesas duplex, sillas, escritorio con silla, computadora
con proyector digital [cafidon] y conexién a internet, pantalla, marcador y borrador,
apuntador laser, biblioteca con ejemplares de los textos sefialados en la bibliografia
y en casos especificos reproductores multimedia.
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REFERENCIAS ELECTRONICAS (Ultima fecha de acceso:)

https://www.mosis.com/

http://www.europractice.com/

http://www.tsmc.com/english/default.htm

http://www.silterra.com/
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Otros Materiales de Consulta:

Publicaciones IEEE, Springer, elsevier
Copias selectivas de articulos en revistas y notas
EVALUACION
SUMATIVA
Aspecto a Evaluar Forma de Evidencia Porcentaje
Evaluacion
Examen final Instrumen_t(? de Solucion del 30 %
evaluacion examen
Proyecto final Instrumen_t9 de Reporte del 30 %
evaluacion proyecto
Investigacion documental Instrumen_tg de Reporte (_jel 20 %
evaluacion manuscrito
Reporte de
Practicas y problemas Instrumen_t9 de SOI,UC'.On de 20 %
evaluacion practicas y
problemas
Total 100 %
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